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【はじめに】当研究室では van der Pauw 法を用いた Hall 効果測定より、多数キャリアの密度と移

動度の温度依存性の電子線照射量依存性を研究してきた[1]。その結果、SiC に高エネルギーの電

子線を照射すると移動度が減少することが分かった。移動度の減少の原因を調べるため、小泉等

[2]が用いた各種散乱機構（イオン化不純物散乱、中性不純物散乱、無極性光学フォノン散乱、有

極性光学フォノン散乱と音響フォノン散乱）の式を用いて、移動度の温度依存性を計算する。そ

して、実験結果と比較･検討し、Al-doped SiC への電子線照射による正孔移動度の変化に影響を与

える散乱機構を調べる。 
【計算方法】Hall 効果測定から得られる正孔密度の温度依存性とアクセプタ密度を用いてイオン

化不純物散乱と中性不純物散乱による移動度を計算した。一方、有極性光学フォノン散乱、無極

性光学フォノン散乱と音響フォノン散乱は文献[2]のパラメータを参考にして各移動度を計算した。

最後に、マティーソンの法則（各散乱機構から求められる

移動度の逆数の和）で移動度を求めた。 
【測定方法】Al-doped SiC エピ膜を低温から 5 K ずつ昇温

しながら van der Pauw 法を用いた Hall 効果測定を行った。

同じ試料に電子線を繰り返し照射し、同様に測定を行った。 
【実験結果】実験で求めた未照射（□）、1×1016 cm-2（△）

及び 3×1016 cm-2（▽）照射に対する Al-doped 4H-SiC の正

孔移動度の温度依存性を図 1 に示す。電子線照射量ととも

に、移動度が減少している。 
図 2 には、照射量 1×1016 cm-2 での各散乱機構による移

動度の温度依存性の計算結果を示す。図から分かるように、

二つの不純物散乱（－－と－･･－）および有極性光学フォ

ノン散乱（－･･－）は、実測値の移動度にほとんど影響を

与えていない。一方、音響フォノン散乱（･･･）と無極性

光学フォノン散乱（－･－）が実測値に大きく影響してい

ることが分かった。さらに、照射量が増加する毎に音響フ

ォノン散乱と無極性光学フォノン散乱により移動度が減

少し、この二つの散乱機構による移動度の交点は照射量を

増加させる毎に高温側に移動した。このことは、電子線照

射により音響フォノン散乱による移動度がより減少して

いることを表している。 
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